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(57) Hauptanspruch: Optoelektronisches Halbleiterbauele-
ment (100), mit

- einem ersten Trager (1A), der einstlickig gebildet ist und
der eine Oberseite (11A) sowie eine der Oberseite (11A)
des ersten Tragers (1A) gegeniiberliegende Unterseite
(12A) aufweist, wobei der erste Trager (1A) einen ersten
und einen zweiten Bereich (B1, B2) aufweist;

- zumindest einem optoelektronischen Halbleiterchip (2), der
im ersten Bereich (B1) an der Oberseite (11A) auf dem ers-
ten Trager (1A) angeordnet ist;

- zumindest einem elektronischen Bauteil (3), welches im
zweiten Bereich (B2) an der Unterseite (12A) des ersten Tra-
gers (1A) angeordnet ist, wobei

- der erste Bereich (B1) eine grofRere Dicke in vertikaler
Richtung als der zweite Bereich (B2) aufweist,

- an der Unterseite (12A) der erste Bereich (B1) den zweiten
Bereich (B2) in vertikaler Richtung tberragt,

- das zumindest eine elektronische Bauteil (3) elektrisch lei-
tend mit dem zumindest einen optoelektronischen Halblei-
terchip (2) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbau-
element angegeben.

[0002] Aus den Dokumenten
US 2008 / 0 099 779 A1, JP HO5- 37 021 A und
JP 2007- 150 229 A sind optoelektronische Halblei-
terbauelemente bekannt.

[0003] Eine zu |I6sende Aufgabe besteht darin, ein
besonders kompaktes Halbleiterbauelement anzu-
geben.

[0004] Das optoelektronische Halbleiterbauelement
umfasst einen ersten Trager. Der Trager weist eine
Oberseite sowie eine der Oberseite gegentiberlie-
gende Unterseite auf. Bei dem ersten Trager kann
es sich um eine Tragerplatte aus elektrisch leitendem
Material, zum Beispiel einem Metall, handeln, die als
elektrische Kontaktflache fir das Halbleiterbauele-
ment dient.

[0005] Der erste Trager kann auch mit einem Grund-
korper aus elektrisch isolierendem Material, bei-
spielsweise einer Keramik, gebildet sein. Der Grund-
kérper kann dann an der Oberseite und/oder der
Unterseite mit Anschlussstellen und Leiterbahnen
versehen sein.

[0006] Der erste Trager weist einen ersten und
einen zweiten Bereich auf. Das heif3t, dass der
erste Trager in Bereiche unterteilt ist, wobei sich die
Bereiche hinsichtlich zumindest einer physikalischen
Eigenschaft, beispielsweise ihrer Dicke in vertikaler
Richtung, unterscheiden. ,Dicke“ bedeutet hierbei
die Ausdehnung eines jeden der beiden Bereiche,
wobei ,vertikal® eine Richtung senkrecht zu einer
Haupterstreckungsebene des ersten Tragers bedeu-
tet. ,Bereich® ist also in diesem Zusammenhang jede
dreidimensionale Struktur, die den Trager zumindest
stellenweise ausformt und bildet. Insofern bildet der
erste zusammen mit dem zweiten Bereich den ersten
Trager aus. Erster und zweiter Bereich gehen vor-
zugsweise direkt ineinander Uber, sodass sich zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Bereich weder
ein Spalt noch eine Unterbrechung ausbildet. Der
erste Trager ist einstiickig ausgebildet und/oder der
erste und der zweite Bereich sind mit dem gleichen
Material gebildet.

[0007] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform
weist der erste Bereich eine groRere Dicke in vertika-
ler Richtung als der zweite Bereich auf.

[0008] An der Oberseite ist auf den ersten Trager
zumindest ein optoelektronischer Halbleiterchip
angeordnet. Bei dem optoelektronischen Halbleiter-
chip kann es sich beispielsweise um einen Lumines-
zenzdiodenchip handeln. Bei dem Lumineszenzdio-
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denchip kann es sich um einen Leucht- oder
Laserdiodenchip handeln, der Strahlung im Bereich
von ultraviolettem bis infrarotem Licht emittiert. Vor-
zugsweise emittiert der Lumineszenzdiodenchip
Licht im sichtbaren Bereich oder ultraviolettem
Bereich des Spektrums der elektromagnetischen
Strahlung. Ebenso kann es sich bei dem optoelektro-
nischen Halbleiterchip auch um einen strahlungs-
empfangenden Chip, beispielsweise eine Fotodiode,
handeln.

[0009] Der zumindest eine optoelektronische Halb-
leiterchip ist im ersten Bereich an der Oberseite
angeordnet.

[0010] Das optoelektronische Halbleiterbauelement
weist zumindest ein, zum Beispiel genau ein, elekt-
ronisches Bauteil auf, welches im zweiten Bereich an
der Unterseite des ersten Tragers angeordnet ist.

[0011] Der erste Bereich Uberragt den zweiten
Bereich an der Unterseite in vertikaler Richtung.
Das kann heien, dass die Oberseite des ersten Tra-
gers eine Ebene ohne Erhebungen oder Senkungen
und damit ,eben® ist, wahrend die Unterseite auf-
grund des Uberragens des zweiten Bereichs durch
den ersten Bereich eine Erhebung, beispielsweise
in Form einer Stufe, aufweist. Mit anderen Worten
ist der Trager in einer lateralen Richtung in zumindest
zwei Bereiche unterteilt, wobei der Trager im ersten
Bereich in vertikaler Richtung eine grofRere Dicke als
im zweiten Bereich aufweist.

[0012] Weiter ist das zumindest eine elektronische
Bauteil elektrisch leitend mit dem zumindest einen
optoelektronischen Halbleiterchip verbunden. Bei-
spielsweise kann dies dadurch realisiert werden,
dass der erste Trager selbst elektrisch leitend ist
oder mittels elektrischer Leiterbahnen und Kontakt-
anschllisse eine elektrische Kontaktierung zwischen
dem elektronischen Bauteil und dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip hergestellt wird.

[0013] Das Halbleiterbauelement umfasst einen ers-
ten Trager, der eine Oberseite sowie eine der Ober-
seite des ersten Tragers gegenuberliegende Unter-
seite aufweist, wobei der erste Trager einen ersten
und einen zweiten Bereich aufweist. Ferner weist
das optoelektronische Halbleiterbauelement zumin-
dest einen optoelektronischen Halbleiterchip auf,
der an der Oberseite auf dem ersten Trager angeord-
netist. Weiter weist das optoelektronische Halbleiter-
bauelement zumindest ein elektronisches Bautelil
auf, welches im zweiten Bereich an der Unterseite
des ersten Tragers angeordnet ist. Der erste Bereich
weist eine grolRere Dicke in vertikaler Richtung als
der zweite Bereich auf, wobei an der Unterseite der
erste Bereich den zweiten Bereich in vertikaler Rich-
tung Uberragt und das zumindest eine elektronische
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Bauteil elektrisch leitend mit dem zumindest einen
optoelektronischen Halbleiterchip verbunden ist.

[0014] Das hier beschriebene optoelektronische
Halbleiterbauelement beruht dabei unter anderem
auf der Erkenntnis, dass eine Anbringung eines
elektronischen Bauteils auf derselben Flache, bei-
spielsweise einer Oberseite eines Tragers, neben
beispielsweise einem Halbleiterchip platzaufwandig
ist, da dann die Oberseite grol3 genug gewahlt wer-
den muss, sodass beide Bauteile, der optoelektroni-
sche Halbleiterchip und das elektronische Bauteil,
gemeinsam auf der Oberseite angebracht werden
kénnen. Insbesondere fiihrt dies zu Einschrankun-
gen in der Beschaffenheit und der Geometrie des
Tragers, da beispielsweise ein Kompromiss zwi-
schen der GroRe des Halbleiterbauelements und
den Abstrahlungseigenschaften des Halbleiterbaue-
lements gefunden werden muss.

[0015] Um nun ein Halbleiterbauelement zu schaf-
fen, welches ganz besonders kompakt und Platz
sparend ist, macht das hier beschriebene optoelekt-
ronische Halbleiterbauelement von der Idee
Gebrauch, einen Trager zu verwenden, der einen
ersten und einen zweiten Bereich aufweist, wobei
der erste Bereich eine grofiere Dicke in vertikaler
Richtung als der zweite Bereich aufweist und an der
Unterseite den zweiten Bereich in vertikaler Richtung
Uberragt. Ein elektronisches Bauteil ist dann an der
Unterseite im zweiten Bereich des ersten Tragers
angeordnet, wobei gleichzeitig ein optoelektroni-
scher Halbleiterchip an der Oberseite des Tragers
angeordnet ist. Optoelektronischer Halbleiterchip
und elektronisches Bauteil befinden sich somit an
gegeniberliegenden Seiten des Tragers.

[0016] Durch die Platzierung des elektronischen
Bauteils auf einer der Oberseite, und somit auch
dem Halbleiterchip, gegeniiberliegenden Seite wird
so vorteilhaft ermdglicht, zumindest die laterale Aus-
dehnung des Tragers beziehungsweise des optoe-
lektronischen Halbleiterbauelements zu verringern.

[0017] Ferner kann die zur Anbringung des elektron-
ischen Bauteils gestaltete Unterseite, an der das
zumindest eine elektronische Bauteil angebracht ist,
als elektrische Kontaktmarkierung fiir das Halbleiter-
bauelement dienen. Das heillt, dass zum Beispiel
der zweite Bereich oder das elektronische Bauteil
selbst als Kathodenmarkierung dienen kénnen.

[0018] Gemall zumindest einer Ausfuhrungsform
Uberragt das zumindest eine elektronische Bauteil
den ersten Trager in vertikaler Richtung nicht. Das
kann heil3en, dass der erste Bereich das elektroni-
sche Bauteil Uberragt oder das zumindest eine elekt-
ronische Bauteil in lateraler Richtung mit dem ersten
Bereich bundig abschlief3t. Vorteilhaft wird dadurch,
dass das zumindest eine elektronische Bauteil den
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ersten Trager in vertikaler Richtung nicht Uberragt,
die vertikale Ausdehnung des Bauelements mog-
lichst gering gehalten, da in diesem Fall die Dicke
des ersten Bereichs zusammen mit der vertikalen
Ausdehnung des zumindest einen optoelektroni-
schen Halbleiterchips gleichzeitig die maximale ver-
tikale Ausdehnung des gesamten Halbleiterbauele-
ments sein kann. Ferner kann dann die Unterseite
im ersten Bereich eine Montage- beziehungsweise
Kontaktflache fur das Halbleiterbauelement bilden.

[0019] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements ist
der zweite Bereich durch eine Hinterschneidung im
ersten Trager gebildet. ,Hinterschneidung“ bedeutet
in diesem Zusammenhang eine randseitige Ausspa-
rung im ersten Trager, welche von auflen frei
zuganglich ist und durch zumindest zwei Seitenfla-
chen des ersten Tragers begrenzt ist. Beispielsweise
ist die Hinterschneidung mittels Atzen, Pragen, Stan-
zen, Sagen, Frasen oder einer anderen Form des
Materialabtrags in den ersten Trager eingebracht.
Beispielsweise wird durch die Hinterschneidung die
Dicke in vertikaler Richtung ausgehend vom zweiten
Bereich in Richtung des ersten Bereichs ,pl6tzlich®,
beispielsweise in Form einer Stufe, vergrotRert.
LPlotzlich® heillt in diesem Zusammenhang, dass
die Unterseite in lateraler Richtung, also parallel zur
Haupterstreckungsebene des ersten Tragers, von
einer Stelle auf die nachste vorgebbar eine Verande-
rung in der vertikalen Ausdehnung aufweist. Ebenso
ist es moglich, dass der zweite Bereich durch eine
Vielzahl von Hinterschneidungen gebildet ist, die
dann eine stufenférmige Treppenstruktur ausbilden.
Denkbar ist dann, dass auf einer oder mehreren Stu-
fen jeweils ein elektronisches Bauteil angebracht ist.

[0020] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements ist
der zweite Bereich durch eine Ausnehmung im ers-
ten Trager gebildet. Die Ausnehmung ist eine Vertie-
fung im Trager, die eine Offnung aufweist und von
der Unterseite frei zuganglich ist. Ferner weist die
Ausnehmung zum Beispiel eine Bodenflache und
zumindest eine Seitenflache auf. Boden- und Seiten-
flache sind durch den Trager gebildet.

[0021] Die Bodenflache kann sich auf der der Off-
nung gegeniberliegenden Seite der Ausnehmung
befinden. Die Offnung und die Bodenflache sind
durch die Seitenflache miteinander verbunden.
Auch in diesem Fall ist es moglich, dass statt nur
einer Ausnehmung mehrere Ausnehmungen unter-
schiedlicher Ausdehnung in den ersten Trager einge-
bracht sind, die dann jeweils treppenférmige Vor-
springe ausbilden, an denen beispielsweise jeweils
ein elektronisches Bauteil angebracht ist.

[0022] Gemall zumindest einer Ausflihrungsform
umrandet der zweite Bereich den ersten Bereich an
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zumindest drei Seiten. Ebenso ist es mdglich, dass
der zweite Bereich den ersten Bereich vollstandig,
beispielsweise rahmenférmig, umschlie3t. Zum Bei-
spiel verlauft eine den zweiten Bereich ausbildende
Hinterschneidung entlang des Randes des ersten
Tragers an drei Seiten.

[0023] Gemaly zumindest einer Ausfihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements sind
der optoelektronische Halbleiterchip und das elektro-
nische Bauteil jeweils mittels eines Bonddrahtes mit
einem weiteren Trager elektrisch leitend verbunden.
Der weitere Trager kann aus gleichen oder unter-
schiedlichen Materialien wie der erste Trager gebil-
det sein. Ferner kann der weitere Trager die gleichen
geometrischen Merkmale beispielsweise in Bezug
auf die Unterteilung in einen ersten und einen zwei-
ten Bereich aufweisen. Zum Beispiel ist der weitere
Trager, ebenso wie der erste Trager, durch einen ers-
ten und einen zweiten Bereich gebildet, wobei auch
in diesem Fall der erste Bereich den zweiten Bereich
in vertikaler Richtung an der Unterseite Gberragt. Das
oder ein weiteres elektronisches Bauteil kann dann
im zweiten Bereich an der Unterseite des weiteren
Tragers angeordnet sein.

[0024] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist
der zumindest eine optoelektronische Halbleiterchip
von einem Gehausekorper seitlich umrandet. Der
Gehausekoérper bedeckt dann zumindest stellen-
weise die Oberseite des ersten und/oder des weite-
ren Tragers. Beispielsweise umrandet in lateraler
Richtung der Gehausekoérper den optoelektroni-
schen Halbleiterchip kreisférmig, oval oder rechteck-
formig. Beispielsweise bedeckt der Gehausekdrper
bis auf einen Chipmontagebereich die Oberflache
des ersten und/oder zweiten Tragers vollstandig.
Der Gehausekoérper kann mit einem duro- oder ther-
moplastischen Material, beispielsweise einem
Epoxid, gebildet sein oder auch mit einem kerami-
schen Material gebildet sein oder aus einem solchen
bestehen. Ebenso ist es mdglich, dass der Gehause-
kérper mit einem Silikon oder anderen, beispiels-
weise gummiartigen, Materialien oder Mischungen
der genannten Materialien gebildet ist.

[0025] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform
umformt der Gehausekdrper das zumindest eine
elektronische Bauteil zumindest stellenweise.
,Jmformt* heilt in diesem Zusammenhang, dass
der Gehausekorper mit dem elektronischen Bauteil
in direktem Kontakt steht, das elektronische Bauteil
zumindest stellenweise einschlielt und sich so zwi-
schen dem Gehausekorper und dem elektronischen
Bauteil weder ein Spalt noch eine Unterbrechung
ausbildet. Vorteilhaft ist so das elektronische Bauteil
durch den Gehausekorper vor dulleren Einfliissen
wie beispielsweise Feuchtigkeit oder mechanischen
Belastungen geschiitzt. Das heil}t, dass der erste
Trager dann an der Unterseite nur im ersten Bereich
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frei vom Gehausekorper ist und im zweiten Bereich
vom Gehdausekdrper bedeckt ist.

[0026] Vorteilhaft muss durch die Platzierung des
elektronischen Bauteils auf der Unterseite des ersten
Tragers die vertikale Ausdehnung des Gehausekor-
pers Uber der Oberseite des ersten Tragers neben
der vertikalen Ausdehnung des optoelektronischen
Halbleiterchips nicht mehr zusatzlich die vertikale
Ausdehnung des elektronischen Bauteils und einer
eventuellen Bondkontaktierung mit einschlieRen.
Dies flhrt zu einem ganz besonders flachen
Gehause, da fur die vertikale Ausdehnung des Geh-
ausekorpers nur noch die vertikale Ausdehnung des
zumindest einen optoelektronischen Halbleiterchips
mafgebend ist.

[0027] Ebenso kann ein Gehausekorper realisiert
werden, der durch die Verkleinerung der Oberseite
des ersten Tragers eine geringe laterale Ausdeh-
nung aufweist.

[0028] Gemall zumindest einer Ausfihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements Uber-
ragt der Gehausekorper den ersten Bereich an der
Unterseite in vertikaler Richtung nicht. Uberragt das
elektronische Bauteil den ersten Bereich nicht, so ist
denkbar, dass auch der Gehausekorper den ersten
Bereich nicht Gberragt. Ebenso ist es mdglich, dass
der Gehausekorper in lateraler Richtung bindig mit
der Unterseite im ersten Bereich abschliel3t.

[0029] Vorteilhaft ermdglicht dies, dass die an der
Unterseite des ersten Tragers freiliegenden Stellen
des ersten Bereichs als Kontakt- beziehungsweise
Montageflache fir das Halbleiterbauelement dienen
kdnnen, wahrend der zweite Bereich mit dem elekt-
ronischen Bauteil vollstdndig vom Gehausekdrper
bedeckt ist.

[0030] Gemall zumindest einer Ausflihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements ver-
bindet der Gehdusekoérper den ersten Trager mit
dem weiteren Trager mechanisch. Das kann heil3en,
dass neben dem ersten Trager auch der weitere Tra-
ger an seiner Ober- beziehungsweise Unterseite
sowie den Seitenflachen mit dem Gehausekdrper
zumindest stellenweise bedeckt ist und der Gehau-
sekorper so ein mechanisches Verrutschen der bei-
den Trager gegeneinander verhindert. Vorteilhaft
wird so ein Bauelement geschaffen, welches ganz
besonders stabil gegen beispielsweise auliere
mechanische Einwirkung ist und so der erste Trager
und der weitere Trager in ihrer Position zueinander
stabilisiert werden. Ferner kann der Gehausekorper
elektrisch isolierend zwischen den beiden Tragern
sein.

[0031] Gemal zumindest einer Ausflihrungsform
enthalt oder ist das elektronische Bauelement eine
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Schutzschaltung gegen Schaden durch elektrostati-
sche Aufladung. Beispielweise kann es sich bei dem
elektronischen Bauelement um ein ESD (electro sta-
tic discharge) -Schutzelement handeln. Das ESD-
Schutzelement ist geeignet, Spannungsspitzen, die
beispielsweise in Sperrrichtung des optoelektroni-
schen Halbleiterchips auftreten, abzuleiten. Bei dem
ESD-Schutzelement handelt es sich beispielsweise
um eines der folgenden Komponenten: Varistor,
Leuchtdiodenchip, Zenerdiode, Widerstand. Das
ESD-Schutzelement ist dann parallel beziehungs-
weise antiparallel zum optoelektronischen Halbleiter-
chip verschaltet.

[0032] Handelt es sich bei dem elektronischen Bau-
element etwa um einen Leuchtdiodenchip, so ist die-
ser antiparallel zum optoelektronischen Halbleiter-
chip verschaltet. Dieser Leuchtdiodenchip kann
dann ebenfalls zur Strahlungserzeugung genutzt
werden.

[0033] Gemal zumindest einer Ausfihrungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauelements ent-
halt das zumindest eine elektronische Bauelement
eine Ansteuerschaltung fliir den zumindest einen
optoelektronischen  Halbleiterchip. Mittels der
Ansteuerschaltung kann der optoelektronische Halb-
leiterchip beispielsweise im Hinblick auf Helligkeit
und Warmeentwicklung gesteuert werden.

[0034] Im Folgenden wird das hier beschriebene
Bauelement anhand von Ausflihrungsbeispielen
und der zugehdrigen Figuren naher erlautert.

Die Fig. 1a, Fig. 1b, Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c,
Fig. 2d und Fig. 2e zeigen schematische
Ansichten von Ausflihrungsbeispielen eines
hier beschriebenen optoelektronischen Halblei-
terbauelements.

[0035] In den Ausflihrungsbeispielen und den Figu-
ren sind gleiche oder gleich wirkende Bestandteile
jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Die dargestellten Elemente sind nicht als mastabs-
gerecht anzusehen, vielmehr kdénnen einzelne Ele-
mente zum besseren Verstandnis Ubertrieben grol3
dargestellt sein.

[0036] Die Fig. 1a zeigt in einer schematischen
Schnittdarstellung entlang einer Schnittlinie A-A ein
Ausfiihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Halbleiterbauelements 100. Der
erste Trager 1A weist eine Oberseite 11A sowie
eine der Oberseite 11A gegeniberliegende Unter-
seite 12A auf.

[0037] Fernerweist der erste Trager 1A einen ersten
Bereich B1 und einen zweiten Bereich B2 auf. Der
zweite Bereich B2 ist durch eine Hinterschneidung
5A gebildet, wobei der erste Bereich B1 eine Dicke
D1 und der zweite Bereich B2 eine Dicke D2 auf-
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weist. Die Hinterschneidung 5A ist durch zwei Sei-
tenflachen des Tragers 1A begrenzt, wobei auf
einer der Seitenflachen ein elektronisches Bauteil 3
angebracht ist. Im ersten Bereich B1 ist an einer
Oberseite 11A des Tragers 1A ist ein optoelektroni-
scher Halbleiterchip 2 angebracht. Der optoelektroni-
sche Halbleiterchip 2 und das elektronische Bauteil 3
befinden sich also an gegentberliegenden Seiten
des Tragers 1A. Vorliegend ist die Dicke D1 des ers-
ten Bereichs B1 grof3er als die aufaddierte Dicke D2
des zweiten Bereichs B2 und der vertikalen Ausdeh-
nung des elektronischen Bauteils 3.

[0038] In Fig. 1b ist an einer schematischen Schnitt-
darstellung ein weiteres Ausfiuhrungsbeispiel geman
eines hier beschriebenen optoelektronischen Halb-
leiterbauelements 100 beschrieben, bei dem der
zweite Bereich B2 durch eine Ausnehmung 13 gebil-
det ist. Vorliegend ist die Ausnehmung 13 jeweils
durch drei Seitenflachen des Tragers 1A seitlich
begrenzt. An einer Bodenflache der Ausnehmung
13 ist das elektronische Bauteil 3 angebracht. Vorteil-
haft gewahrt insbesondere die Ausnehmung 13 dem
elektronischen Bauteil Schutz vor dufleren Einwir-
kungen wie zum Beispiel mechanischer Belastung.

[0039] Sowohl in Fig. 1a als auch in Fig. 1b umran-
det der zweite Bereich B2 den ersten Bereich B1 an
drei Seiten.

[0040] In der Fig. 2a ist anhand einer schematisch
perspektivischen Seitenansicht das Ausfiihrungsbei-
spiel gemaR der Fig. 1a mit dem ersten Trager 1A,
dem optoelektronischen Halbleiterchip 2, der auf der
Oberseite 11A des Tragers 1A angebracht ist, naher
erlautert. Im vorliegenden Beispiel handelt es sich
bei dem Trager 1A um einen metallischen Trager-
streifen, zum Beispiel aus Kupfer, durch den der
Halbleiterchip 2 elektrisch kontaktiert ist. Ferner ist
der optoelektronische Halbleiterchip 2 durch eine
Bonddrahtkontaktierung 21 mit einem weiteren Tra-
ger 1B elektrisch leitend kontaktiert. Bei dem weite-
ren Trager 1B kann es sich ebenso um einen metal-
lischen Tragerstreifen, zum Beispiel aus Kupfer,
handeln. Ferner ist denkbar, dass der erste Trager
1A und/oder der weitere Trager 1B aus einem kera-
mischen Material gebildet sind, wobei dann der
optoelektronische Halbleiterchip 2 mittels auf den
Tragern 1A und 1B aufgebrachter Leiterbahnen und
Kontaktstellen elektrisch kontaktiert ist. Die Trager
1A und 1B sind ferner voneinander elektrisch isoliert.
Ferner weist auch der Trager 1B eine Unterseite 12B
sowie eine Uber die in den zweiten Trager 1B einge-
brachte eine Hinterschneidung 5B auf. Beispiels-
weise ist die Hinterschneidung 5B mittels eines Atz-
prozesses in den Trager 1B eingebracht. Mittels
einer Bonddrahtkontaktierung 31 ist das elektroni-
sche Bauteil 3 mit dem weiteren Trager 1B elektrisch
leitend kontaktiert, wobei die Hinterschneidung 5B
als Kontaktbereich fiir die Bonddrahtkontaktierung
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31 dient. Vorliegend handelt es sich bei dem elekt-
ronischen Bauteil 3 um ein Bauteil, welches eine
ESD-Schutzschaltung aufweist.

[0041] Die Fig. 2b zeigt das Ausflhrungsbeispiel
gemal der Fig. 1a und Fig. 2a in einer schematisch
perspektivischen Draufsicht. Im Vergleich zu dem in
Fig. 1a gezeigten Halbleiterbauelement 100 ist nun
das Halbleiterbauelement 100 mit einem Gehause-
kérper 4 versehen. Der Gehausekorper umrandet
den Halbleiterchip 2 kreisférmig und bedeckt alle frei-
liegenden Stellen der Oberseiten 11A und 11B der
Trager 1A und 1B. Der Gehausekoérper 4 verbindet
die beiden Trager 1A und 1B mechanisch miteinan-
der. Ferner sorgt der Gehausekorper 4 fir eine elekt-
rische Isolierung der beiden Trager 1A und 1B. Vor-
liegend ist der Gehausekorper 4 mit einem duro-
oder thermoplastischen Material, beispielsweise
einem Epoxid, gebildet. Ebenso ist es mdglich, dass
der Gehausekorper 4 mit einem keramischen Mate-
rial gebildet sein oder aus einem solchen bestehen
kann.

[0042] Fig. 2c zeigt in einer schematisch perspekiti-
vischen Unteransicht das Ausflihrungsbeispielge-
maf der Fig. 2b. Erkennbar ist wiederum das an
der Hinterschneidung 5A angebrachte elektronische
Bauteil 3, welches mittels der Bonddrahtkontaktie-
rung 31 mit dem weiteren Trager 1B im Bereich der
Hinterschneidung 5B elektrisch kontaktiert ist. Ferner
ist erkennbar, dass der Gehausekorper 4 das elekt-
ronische Bauteil 3 vollstandig umformt und mit einer
Kontaktflache 6 in lateraler Richtung biindig
abschlieft.

[0043] Die Fig. 2d und Fig. 2e zeigen weitere sche-
matische Seitenbeziehungsweise Unteransichten
des Ausfiihrungsbeispiels gemal der Fig. 1a und
Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c.
Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100), mit
- einem ersten Trager (1A), der einstlickig gebildet
ist und der eine Oberseite (11A) sowie eine der
Oberseite (11A) des ersten Tragers (1A) gegenuiber-
liegende Unterseite (12A) aufweist, wobei der erste
Trager (1A) einen ersten und einen zweiten Bereich
(B1, B2) aufweist;
- zumindest einem optoelektronischen Halbleiterchip
(2), der im ersten Bereich (B1) an der Oberseite
(11A) auf dem ersten Trager (1A) angeordnet ist;
- zumindest einem elektronischen Bauteil (3), wel-
ches im zweiten Bereich (B2) an der Unterseite
(12A) des ersten Tragers (1A) angeordnet ist, wobei
- der erste Bereich (B1) eine groliere Dicke in ver-
tikaler Richtung als der zweite Bereich (B2) auf-
weist,
- an der Unterseite (12A) der erste Bereich (B1) den
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zweiten Bereich (B2) in vertikaler Richtung uberragt,
- das zumindest eine elektronische Bauteil (3) elekt-
risch leitend mit dem zumindest einen optoelektroni-
schen Halbleiterchip (2) verbunden ist.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach Anspruch 1, bei dem das zumindest
eine elektronische Bauteil (3) den ersten Trager
(1A) in vertikaler Richtung nicht Uberragt.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der zweite
Bereich (B2) durch eine Hinterschneidung (5A) im
ersten Trager (1A) gebildet ist.

4. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der zweite
Bereich (B2) durch eine Ausnehmung (13) im ersten
Trager (1A) gebildet ist.

5. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem der zweite Bereich (B2) den ersten Bereich
(B1) an zumindest drei Seiten umrandet.

6. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem der optoelektronische Halbleiterchip (2)
und das elektronische Bauteil (3) jeweils mittels
eines Bonddrahtes (21, 31) mit einem weiteren Tra-
ger (1B) elektrisch leitend verbunden ist.

7. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem der zumindest eine optoelektronische Halb-
leiterchip (2) von einem Gehausekorper (4) seitlich
umrandet ist.

8. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach dem vorhergehenden Anspruch, bei
dem der Gehausekoérper (4) das zumindest eine
elektronische Bauteil (3) zumindest stellenweise
umformt.

9. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach Anspruch 7 oder 8, bei dem der Gehau-
sekorper (4) an der Unterseite (12A) den ersten
Bereich (B1) in vertikaler Richtung nicht tGberragt.

10. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach einem der Anspriiche 7 bis 9, bei dem
der Gehausekdrper (4) den ersten Trager (1A) mit
dem weiteren Trager (1B) mechanisch verbindet.

11. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem das zumindest eine elektronische Bauele-
ment (3) eine Schutzschaltung gegen Schéaden
durch elektrostatische Aufladung enthalt.
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12. Optoelektronisches Halbleiterbauelement
(100) nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei dem das zumindest eine elektronische Bauele-
ment (3) eine Ansteuerschaltung flr den zumindest
einen optoelektronischen Halbleiterchip (2) enthalt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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